
17.2グラフ工〉

量子アニーリ〉グを用いた固体中イオン拡散の取扱い ！ 前圏涼 ｜北庭先端大情報
本講演は、国体中のイオ〉拡散現象について、第一原理計算による［イオン伝導経路網の同定j副都散係数予見jヘ発展させる新しい手法

15a-D411・71
の報告である．弧散の相関因子として表現される「重畳過程の数え上げjを量子ア二一リシヴ［より効率化した点が特徴である，2転手法を用い

れば、出散係数を制御する物性チユー二〉グが出来る可能性が協り、今後の発展力朔侍される。

イ〉クジェット法による液体Siの直接バターン印刷に関す引肝究 ｜ 湯本備大 ！北陸先端大

t将来の省工ネルギ－tJモノ作りを自指した液体Siを原料としたインクヲェット技術の開発として、本研究で／;t液体Siの｝寝中平均分子量の調節
12p-A403-13 lによる直接J¥'J－）印崩技術の実証および従来は困難とされてきたBトプのp型液体Si時製の実現を果たした．本研究は将来の苅ンタブ

ル半導体材料の実現！こ向けて重要な成果と考えられる。

分子選択性を持つグラフエン到底センりによる高感度質量計測 I 喜種慎 ｜豊橋技科大
架橋グラフエ〉を用いた共振型の高感度化学セ〉管を実現した。グラフ工〉表面をレセプターで修飾することで抗原抗体反応による分子選択性を

13a-A401宇 21
持た世、ヴラフエ〉の共振周波数の変化から服着した対象分子の質量を算出した。感度は従来のジJコン共振セ〉サと比較して10倍以上1：達
しており、今後の進展b湖侍される．
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出些盟主
遷移金属タイルコグナイド半導体：wse潟膜l~：Mし、有機分子の表面修飾によ冗n裂、曜のドーピ〉グ制御を実現した．ドーピシグによっ
て移動度h噸桁上昇した点は特筆に値する。さら｛ここの手続応用してインバイー回路やpn接合といった実用的な素子を実現Jており、
WSe2の電子拘｛イス応用の可能性を大きく広げる成果である。

I I ワイドギャップ半導称InGaZ「104における格子問水素の電子状態 ｜ 平石雅俊 IKEK物構研
21.1合同セヲシヨ）Kfワイ｜ I 

｜ ｜薄膜トラ〉ラスタの列7ネ）~材料として広く用いられているIn-Ga-Zn-O(IGZO）は、 多量の水素是含むこと撒日られている。水素は半導体物性
ドギャップ酸化物半導体材 I 12a-D419-2 I 

｜ ｜ヘ大きな影響を与えてゆと考えられてし渇が、希薄極躍での水素の電子状椀実験的！こ棚tlすることは臨めて難しし＇・本研究ではミユオンスピ
料・デバイスj ！ ｜ 

I ｜〉回転実験を行うこ白こよってIGZO中の水棄の亀子状態を初めて明ら制こしたもので注目講演ll:値する．

機械掌習を翻した効率的な栂図1閥 Z泊nP2瑚棄を例に ｜ 勝部涼司 ｜京都大学 ： 
23.1合同t:'Yシヨ）Nrイ〉｜ ｜能動学習手法王DーコであるUncertaintySamplingを用いた相［菌作成効率化手法PDC(PhaseDiagram Construction）が捜索さ

I 14p-A205-1 I 
フォマティク刃開J ｜ ｜れ、実際にZnSnP2単棺の成膜条件決定に適用した結果が報告される。少なし嘆験回数で、未知の帽を早〈見つけ出す、着目した栂の周り

の相境界を決定するなど、有益な方法として注目される．

CS.6 8.3プラズマナ万ヴパ ｜ 漉中方ズマ表面改質六方晶BNi鰍子のESR測定 ｜ 伊厳剛仁 ＼｜東大新領域，産総研

ロヲー、9.2ナノ粒子・ナノワ｜ ｜筆者湖、しなやかさと強靭性を備えた複合材料崎l製に取り組み、六方晶BN微粒子。液中方ズマ表面改質が、謹合材料の強靭化に結
イヤザノシート、13.6ナノ I 12p-os11-4 Iび付〈白を報告してきた。本糊加、二次元髄の町ヲ8Bのみならず、面内ち液中方ズマで修鯛能である誌も示唆す視線が報告さ
1構造・量子現象・ナノ量子デ｜ ｜れている．瀬中カズマを用いた短寿命ラ効川町周有用’｜悦示すものと考えられる。

）~＇イスのコードシェア'ti!!ション

Chemically tuned p-and n-type WSe2 monolayers with higher carrier 

mobility for advanced electronics 

17.3届状物質 12p-A401・2
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相変化メぞ~（PCRAM）の省エネルギー化に向けた材料開発 I Z締祐司 ！東北大工
．本譜漬では相変化メモり用材料品JてCr2Ge2Te6ll:着目している。ζの材料相手アモルフpス掘の電気抵抗率が結話相のそれよりち1桁程度

13p-A201-2 I 低いため、可逆的なアモルファスJ結晶相闘の動作エネルギーを従来のGe2Sb2Te51~比して1/10程度まで低滅できる。 また結品化メ力ニズーム
についても触れる．以上より、注目講演として推薦するe
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